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284 D.1.4 Fisica da Matéria Condensada

MODULOS Si-Ge SINTERIZADOS PARA GERAGAO DE POTENCIA X RADIOI SOTGPOS.
0dilio B. G. Assis e Victor Bertucci Neto (Depto de Fisica e Cien. Mat. - IFQSC/USP).

As ligas Si~Ge tem sido empregadas com exito em dispositivos geradores de potencxa termoelétyi
a altas temperaturas. Na ut1112a;ao de radlolsotogos como fontes de al1menta,ao térmica, os g
mentos utilizados s@o obtidos via metalurgia do po por apresentarem sensivel redugao da
tividade térmica devido ao espalhamento de fonons pelos contornos de graos..A reducac de Kph
ocasiona aumento nos valores da Figura de Mérito (Z), interpretado como um incresentc nos
valores de eficiéncia na geragdo termoelé€trica Jo dispositivo camo um todo. Para cristais cog-
graos menores que 5 microns, apesar de ligeira_ reducao da tondutividade elétrica, € cnservadg
decréscimos da ordem de 30% na condutivi térmica (em relagao a monocristais de mesma Compo.
sigao) na temperatura de trabalho (700-900°C). Essa redugao da condutividade témica favorece
um aumento de aproximadamente 15% na eficiéncia da geragao elétrica. (IEAV/CTA $

21-D.1.4 PROBLEMA DE TEMPO DE COBERTURA NA REDE ‘

A.N. Femirovsky, Hector O. Nartin e NMaguricio D. Coutimbo-Filbo,
Departamento de Fisica, Universidade Pederal de Pernamucc,
50739 Recife-PE.

:
§
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Poucos modelos matematicos foram de tanth utilidade nas ciéncias matvrais como

estatistica de caminhadas randomicas. Recentementel propusemos um predblema novo,
rém simples e muito interessante: o problema de tempo de cobertura que estudamoy
numericamente, isto e, qual € o tempo minimo (médio) t que uma caminhada precig,
para visitar os N sitios da rede. Definimos o expoente de cobertura o comc¢ t~R%

0k i ar i - o
limite termodinamico de N+x estudando o problema em uma e duas dimensces ruma Tedy
linear e quadrada com condigoes pericdicas de contorno. Também discutimos variag
generalizagoes possiveis do problema.

1. The Covering Time Problem, A.M. Nemirovsky, Héctor O. Martin e Mauricic D. Coy.

tinho Filho, submetido para publicagao.

22-D.1.4 | cONDUTIVIDADE E MEDIDAS DO EFEITO HALL EM POLIANILINA. A. G. de Melo Junior, W.M. de
Azevédo e F. B. Diniz (Departamento de Quimica Funda: ental - UFPE - Recife, PE).

No passar da década, varios resultados tanto tedrico quanto experimental tem sido publicados sobre
a polianilina, com o intuito de tentar explicar o mecanismo de condugao deste polimerc. Neste trs-
balho nés apresentamos os resultados experimentais do valor da condutividade da polianilina dopads
com ions de prata Ag*, o valor do coeficiente Hall e sinal do portador de carge na pcl:anilina
dopada por protons. Os resultados de condutividade a temperatura ambiente foram obtidos
didor de quatro pontas, construido em nosso laboratdrio cujo baixo valor de condutividade
o= 10720 len! pode ser analizado em termos do grau de oxidag2o mofrida pelo polimero 'evxdo aos
ions de Ag .-Quanto ao valor do coeftczente Hall uma vez que obtemos um valor para este, isto anl
ca que a condugao na polianilina é eletronxca ac invés de idnica e o valor R = 6,35 x 107 %’,
indica que a condutividade do polimero é devido a portadores do tipo p.

Com um me-

23-D 2.4 ESTUDOS DE COLORAGAOC EM CRISTAIS DE WaF: mo*’:0B - L. Ventura e M. Siu Li - Instltuu
de Fisica e Quimica de Sao Carlos - USP.

A criagao de centros de cor fo1 enfrentada neste tipo de sistema que apresenta pro-
priedades Oticas para a criagao de memoria Otica por processo fotoquimico. Diferentes m:todos de
coloragao foram usados, tais como: colo:ngao aditiva, Raios-X, Raios-y e UV. Sao apreser.tados re-
sultados com relagao a taxa de crescimento dos centros durante a geragao de centros e taxe de des-
truigao de centros por excitagao na propria banda do centro de cor.

Experimentalmente, ha uma concentragao muito grande de centros F, cujs banda de ab-
sorgao fica por volta dos 340 nm (criagao de centros F por raios-X), que aoc serem expos:os
F cria-se uma outra banda de absorgao em 500 nm, como uma consequencia do decréscime ds banda es
340 nm. Porém, a area total sob a cyrva relativa ao espectro de absorgao permanece & mesma. Ha,
entao, um deslocamento de centros de cor de uma regiao para a outra quando exposto a luz F, ao con-
trario do desaparecimento que ocorre por exemplo, para o cristal de KCl.

a8 luz

24-D.1.4 | gsTypo DA INTERAGAD DAS IMPUREZAS SUBSTITUCIONAIS Cu' E CN NA REDE DI KCI - M. Siu

Li, L. Oliveira e P. Magna - Inatituto de Fisica e Quimica de Sao Carlos - USP.

0 estudo da interagao das impurezas cu' e CN num cristal de KCl ¢ feito atraves dal
tecnicas de medidas de corrente de despolarizacao termoestimulada (ITC) e de absorgao ot;ca As
nngstr-s creucxdas de KC1 + 1% KCKN + 1% CuCl apraaentnn impurezas de OCN~ , cuja assocxa;c com 0
Cu tambeéem é observada. Na absorqlo otica obaetva-os picos em 260 nm, atribuido ao %’ e cutros e»
251, 228 e 210 om, atribuidos a interagao de Cu* e CN / OCN™. Foi feito o estudo sistemii.co de
correl a;ao com outras amostras crescidas de KC1 + 1% KCN, KC1 + 1% KOCN e KC1 + 1% KOCN +« 1% CuCl.
Picos de ITC sao observados em 54 K e 56 K no sistema de KC1 + 1% KCN + 1% CuCl que precisam ain-
da ser correlacionados com picos de Cu’ e OCN™ em sistemas isolados (56 e 45 K). Apresentzmos re-
sultados com relagdo ao ajuste de curvas de 1TC e determinagao da energia de ativagao e

= tempo de
relaxag¢ao. A energia de ativagao dos picos de ITC ficam em torno de 0,160 eV e 0,165 eV.
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